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１．概要（Summary）

学生実験用（ｼｮｯﾄｷｰﾀﾞｲｵｰﾄﾞ、ｵｰﾐｯｸｺﾝﾀｸﾄ）のシリコ

ンウェハーは従来、ウェハーの劈開により作製していた。

製作時間も掛かり、ウェハー形状も安定しないという課題

を解決するため、ウェハーダイシング方法に切り替えて製

作を試みた。予備実験と学生実験で使用して不具合点等

がないかの確認を行った。

２．実験（Experimental）
【利用した主な装置】

ダイシングソー （ディスコ DAD321）。

【実験方法】

① 予め３インチ、５インチウェハーに表面保護のﾚｼﾞｽﾄ

を塗布して、ダイシングテープに張り付けておく。

② ３種類（9,10,12mm□）のシリコン試料片を３ｲﾝﾁ、５

インチウェハーからダイシングソーによりカットする。

③ ﾀﾞｲｼﾝｸﾞﾃｰﾌﾟを 120℃30 秒程度加熱してシリコン

試料片（ﾚｼﾞｽﾄ保護片）をﾃｰﾌﾟから剥がす。シリコン

試料片を洗浄用ﾃﾌﾛﾝ治具に入れる。

Fig.1 Si chips cut by a dicing saw.

④ アセトンによりﾚｼﾞｽﾄ剥離、仕上げ洗浄を行う。

1) ﾚｼﾞｽﾄ剥離：超音波洗浄 5 分

2) 仕上げ洗浄：超音波洗浄 5 分

   

Fig.2 Cleaning by an ultrasonic cleaning device.

⑤ 洗浄用ﾃﾌﾛﾝ治具をﾋﾞｰｶｰから取り出し、ｴｱｰﾌﾞﾛｰ

により乾燥させて、専用治具へ収納する。

Fig.3 Silicon chips stored in cases.

以上により学生実験の前準備を課題なく進められた。

３．結果と考察（Results and Discussion）

①ｼｮｯﾄｷｰﾀﾞｲｵｰﾄﾞの特性

電気的特性の障壁高さ (φB)=0.77 V、飽和電流

(Is)= 1.4×10-9 A、Empirical const.(η)= 1.24-1.25
であり、従来学生実験以上の結果が得られた。

②ｵ-ﾐｯｸｺﾝﾀｸﾄの特性

従来学生実験程度の結果（25Ω以下）が得られた。

以上より、学生実験への適用は問題なしと判断する。

今後は、’17 年秋学期からの学生実験でデータの収集

を継続していく。
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